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酸化ガリウム (Ga2O3) は、そのワイドバンドギャップに起因する物性、および単結晶基板の量

産性などから、次世代パワーデバイス用途に非常に魅力的な新半導体材料である。この優れた材

料としての特徴を活かすべく、我々は現在世界に先駆けて Ga2O3 パワーデバイスの研究開発に取

り組んでいる。今回、近い将来の Ga2O3 パワーデバイス量産化・産業化を視野に入れて現在開発

中のハライド気相成長法 (HVPE) [1,2] により、単結晶 n+-Ga2O3 (001) 基板上に Si ドープ n--Ga2O3

ドリフト層を成膜したエピ基板を用いて、図 1 に示す縦型ショットキーバリアダイオード構造を

試作し、その室温デバイス特性を評価したので報告する。 
ここでは、ドーピング濃度の異なるドリフト層を有する 2 つのデバイスの特性について紹介す

る。容量－電圧特性から見積もって、ドリフト層の実効キャリア濃度 (Nd-Na) はそれぞれ 1.4×1016 
cm-3, 2.0×1016 cm-3 であった。図 2(a), (b)に、それぞれ電流密度－電圧 (J-V) 順方向、逆方向特性を

示す。Nd-Na=1.4×1016 cm-3 および 2.0×1016 cm-3 の試料における特性オン抵抗は、それぞれ 3.0 
mΩ·cm2, 2.4 mΩ·cm2 と良好な値を得た。なお、トータルオン抵抗値のうち、約 1.0 mΩ·cm2 は基板

の抵抗成分である。また、セミログプロットした順方向 J-V 特性のサブスレッショルド領域の傾

きから見積もって、両デバイスとも理想係数 n 値は 1.01~1.03 と優れた特性を得た。加えて、図

2(b)に示すように、両デバイスとも-500 V 程度の高いオフ耐圧を示した。このデバイス耐圧は、

衝突イオン化などで決まる本質的なブレークダウンでは無く、電界集中によりアノード電極端が

短絡破壊する、いわゆるハードブレークダウンであった。そのため、フィールドプレート、ガー

ドリング等の終端構造を導入することで更なる高耐圧化が可能となる。 
本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議の SIP（戦略的イノベーション創造プロ

グラム）「次世代パワーエレクトロニクス」（管理法人：NEDO）によって実施されました。 
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Fig. 1  Cross-sectional 
schematic of Ga2O3 
Schottky barrier diode. 

Fig. 2  (a) Forward and (b) reverse J-V characteristics. 
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